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【背景】多結晶シリコン(poly-Si)は薄膜トラン

ジスタなどに用いられる重要な材料の一

つである。poly-Si の品質は作製条件によっ

て大きく異なり、デバイスに応用する上で、

poly-Si の品質、特に結晶性の評価は重要で

ある。本研究では、ラマン分光法を用いて、

Si 基板上に堆積した poly-Si 薄膜の結晶性

分布を評価した。 

【実験】試料は Si基板上に化学気相成長（CVD

法）と高速熱処理(RTA)法を用いて膜厚 100 

nm の異なる 2 種類の poly -Si を作製した

(試料 1：温度 800℃、時間 10分、試料 2：

温度 1000℃、時間 10秒)。作製した poly-Si

に対してラマン分光法を用いて試料の結

晶性分布評価を行った。ラマン分光法の励

起光源には波長 = 355 nmの YAGレーザ

ーを用いており、Si に対する検出深さは 5 

nmである[1]。 

【結果・考察】Fig. 1に Cz-Siと各試料から得

られたラマンスペクトルを、Fig. 2 にラマ

ン波数シフトと半値幅の平均値及び分散

を示す。波数シフトは試料 1が-1.90 cm
-1、

試料 2が-1.59 cm
-1であった。一方、半値幅

はそれぞれ 5.68 cm
-1、5.60 cm

-1であった。

得られた poly-Si の半値幅は、Cz-Siの半値

幅(2.9cm
-1

)に比べて大きい。Fig. 2の波数シ

フトにおいて、試料間の差が明確に得られ

た。ラマン波数シフト、半値幅共に試料 2

に対して試料 1の方が大きな値が得られた。

これは試料 2の方が試料 1より結晶性が良

いことを示していると考えられる。Fig. 3

に波数シフト及び半値幅の一次元分布（40 

µm）を示す。ラマン分光法で得られた分布

を見ると、特有の揺らぎが確認される。こ

の分布は結晶粒ごとの応力、あるいは結晶

性のばらつきに依存していると考えられ

る。ラマン分光法で得られた結果より、

poly-Si の作製条件による結晶性の差を明

確にすることが可能となったうえ、結晶性

の空間分布に関する情報も得られた。ラマ

ン分光法による評価は poly-Si の結晶性評

価に有用であると結論できる。 
[1] A. Ogura et al., Jpn. J. Appl. Phys., 45, 3007 (2006). 
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Fig. 1 Raman spectra obtained from the samples. 
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Fig. 2 Comparison of the median and dispersion of 

Raman shift and FWHM. 
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Fig. 3 Profiles of Raman shift and FWHM. 
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